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Siemens Transistor AD149 Datasheet

AD 149, AD 150

PNP-Transistoren fiir NF-Endstufen bis 20 W

AD 149 und AD 1580 sind legierte PNP-Germanium-Transistoren im Gehduse
3AZDIN 41872 (TO-3). Der Kollektor ist mit dem Gehause elektrisch varbunden,
Zur isolierten Befestigung der Transistoren auf einem Chassis sind Iscliernippel
und Glimmerscheibe vorgesehen, welche zusatzlich zu bestellen sind. AD 149 und
AD 150 eignen sich besonders flr hochwertige NF-Endstufen. Fir Gegentakt-
andstufen kinnen die Transistoren auch gepaart geliefert werden,

Typ Bestellnummer
AD 149 1V QE0104-X149-D
AD 148V Q60104-X149-E
AD 149 gepaart QB0104-X148-F
AD 150 1V QE0104-X150-D
AD 150V Q60104-X150-E
AD 150 gapaart Q60104-X150-P
Isoliernippel
Glimmerscheibe Q62901-B11-A Malistab 2 21
Isoliernippel Q62901-B13-B

1®
....z_.... .

Rl T [N m-u -
Gewichtetwa16.5g Maleinmm Glimmerscheibe
Grenzdaten AD 149 AD 150
Kollaktor- Basis-Spannung = enn &80 iz W
Kollektor-Emitter-Spannung U epn 30 30 W
Kollektor-Emitter-Spannung
(Uge = 2V) ey 50 32 v
Emitter- Basis-Spannung —ena 20 10 W
Kollektorstrom =1 3.5 35 A
Basisstrom —Ig 0.6 0.6 A
Sperrschichttemparatur T 100 100 "0
Lagertemperatur Te =58 bis + 100|=-566 bis + 100( °C
Gesamtverlustleistung;
(siehe Diagramm Seite 144) Piot 275 275 W
Warmewiderstand '
Kollektorsperrschicht =
Transistorgehduse | =2 =2 grd W
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AD 149, AD 150

Statische Kenndaten (T = 25°C)

Die Transistoren AD 149, AD 160 werden bei =I- = 1 A nach der statischen Strom-
verstarkung & gruppiert und mit romischan Ziffern gekennzeichnet. Die folgenden
Werte gelten bei einer Kollektorspannung von ¢ = 1 V und nachstehenden
Kollektorstramen,

B-Gruppe v | W
Typ AD 149, AD 150 AD 149 AD 150
=l g 8 —Uge —Ucest') | Vceam®)
A Ic(1g I |1s v v i
0.05 a0 B2 0,2 (=036 - -
1 45(30bis 60)(75(60bis100)| 046 (< 0.7) | — -
3 38 63 075 (=11) [03(=086)) 04 (= 0.7)
Statische Kenndaten AD 143 | AD 150 |
Ta a0 |25 !QD |25 | “C

Kollektor-Emitter- Reststrom
(—Ucey = 32V
Uege 21V) B 3(=100A6(<1)| 3 (=10 [015(=1) mAa
Emitter- Basis- Reststrom
(—Uegn = 20V) —JIean 2.5 007 (=1} = - m,
Emitter- Basis- Reststrom
{_UEBD = lﬂ \Hr} -IEEG - - 2.5 {J.G?{‘::‘I} mid
Kollektar- Emitter-
Durchbruchspannung
(-ICED = BAJ -UIBR]CEQ - 3“ - 30 > 3':' =- 3-1]' l W
Kollektor-Emitter- |
Durchbruchspannung |
(=Ieey = 05 A;
UBE =2 "u'r} —U{lmgg\r = 50 = B0 = 32 = 32 ')
Paarungsbedingungen: AD 149, AD 180
Arbeitspunkt: (—Iz = 1 A: Uge = 1V) é s 1.25 -

{(=Iz = B0 mA; Uz = 10V) Alge | =12 my

") Der Transistor ist 5o weit Gbersteuert, dald die statische Stromverstarkung auf einen Wertvon 8 =10
abgesunken ist,

N (Ig = 3 A fibr die Kennlinia, die bei konstantermn Basisstrom durch den Kennlinienpunkt .l = 3.3 Aund
Ueg =1V geht)
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AD 149, AD 150

Dynamische Kenndaten (T = 26°C) AD 1489 AD 150
Arbeitspunkt: (I =06 A; —Lfg = 2V)

Transitfrequenz fr 500 (= 300)( 450 kHz
Grenzfrequenz in Emitterschaltung fa 10 (= 7) 12 kHz

Limearitat der Stromverstiarkung

(Uaare = 14V R =4 0

dyn. nicht kurzgeschlossen Via 035 (> 02)] 0.4 (>03) | -

—I¢=3.A bei l!"|3] ¥iman
Temperaturabhdngigkeit Zuldssige Impulsbalastharkeit
def zuldssigen Gesamtverlustlelstung ﬂ Fengg = £ (t); » = Parameter
Fior = F(Tg): Uee = Paramater W
AD 149, AD 150 AD 149, AD 150
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AD 149, AD 150

Stromvarstarkung & = F () Stromverstarkung 8 = f ()
=g =1 V; Ty = Parameter —lfeg = 1W; Ty = Parametar
B-Grupps IV B-Gruppe
AD 149, AD 160 AD 143, AD 180
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Kollektorstraom J. = F {Lgg) Ausgangskennlinien
—lfpp = 1 W: Ty = Parameter Te = F{llee): Ty = Parameter
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AD 149, AD 150
Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
Ie = F{lieg): Ts = Parameter Ie = f{Ugg): Uge = Parameter
{Emitterschaltung) {Emitterschaliung)
A AD 149, AD 150 Az AD 149, AD 150
LT Y e i
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Eingangskennlinlen fu = F (Lfgg) Sattigungsspannung

=Ugg = 1 W, Tg = Parameter
mA {Emitterschaltung)

AD 149, AD 150
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Uggaar = Fde): To = Parameter

A {Emitterschaltung) 8 = 10

AD 148, AD 180
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AD 149, AD 150

Temperaturabhangigkeit
des Reststromes Teps = F (T5)
ey = 'U-l;: max

wA AD 148, AD 1
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Sperrspannung Ucpn = f (Aag)
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